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《光电子器件》

前言

　　光电子器件是光电子技术的关键和核心部件，是现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域，是
信息技术的重要组成部分。光电子器件的范围很广，本书将主要讲授光电子探测器件和光电子成像器
件。目前，光电子器件发展十分迅猛，不断采用新技术、利用新材料、研究新原理、开发新产品，各
种新型器件不断涌现、器件性能不断提高。从可见光探测向微光、红外、紫外、x射线探测的器件，
其探测范围从R射线至远红外甚至到亚毫米波段的广阔的光谱区域，其探测元从点探测到多点探测至
两维成像器件，像元数越来越多，分辨本领越来越大。通过微光学机械电子技术的集成工艺，光电子
器件的体积越来越小，集成度越来越高，各种新型固体成像器件不断被开发成功，在很多方面代替了
传统的真空光电器件。随着光信息技术的需求，探测器频率响应不断被提高。本书从光电转换原理人
手，详细地分析了光电探测器和光电成像器件的原理、结构、特性、应用。　　光电子器件应用范围
十分广阔，如家用摄像机、手机相机、夜视眼镜、微光摄像机、光电瞄具、红外探测、红外制导、红
外遥感、指纹探测、导弹探测、医学检测和透视等，从军用产品扩展到民用产品，其使用领域难以胜
数。　　学习了本课程将较大地提高读者的理论知识和基础知识，使读者能系统全面地掌握光电探测
与成像技术的精髓，提高专业水平和专业能力。本课程经过十多年的课程建设，书稿也在学校使用了
多年，经多次修改才得以正式出版。希望通过本书能激励读者更好地扩展研究和学习光电技术新领域
，更好地适应现代科技的发展以及社会对专业人才的需求。
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内容概要

《光电子器件》着重讲授光电子探测与成像器件的基础理论和基本知识。主要内容有：半导体光电探
测器、光电倍增管、微光像增强器、真空摄像管、CCD和CMOS成像器件、致冷和非致冷红外成像器
件、紫外成像器件、X射线成像器件。
《光电子器件》适合电子科学与技术、光电子技术、物理电子学等专业本科生作为教材使用，也可供
相近专业的研究生阅读，同时可供从事光电子器件研究和从事光电子技术的技术人员参考。
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精彩短评

1、请先看掉半导体物理与器件
2、　　很高兴在这里看到这本书~~说实话，这本书写的不错，排版工整，字体清楚，有图有真相，
就一个缺点，看不太明白。理论的东东说的很多，就不清楚实际应用。考试就是死记硬背，跟考历史
政治没区别。知其然而不知其所以然，半懂不懂的我们在这学期懵懵懂懂的学完了这门课，嗯，还没
完，后面还的复习.....希望老师的重点率更上一层楼。
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